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Дослідження оптичних властивостей напівпровідникових кристалів  

Hg1-xMnxSe та Hg1-xMnxТе1-уSeу проводилось на ІЧ-Фур’є спектрометрі 
Nicolet 6700. Методом основаним на незалежному вимірюванні 
коефіцієнтів відбивання та пропускання було розраховано коефіцієнт 
поглинання (α). 

Із залежності lgα=f(lg�) (рис. 1), встановили, що домінуючим 
механізмом розсіювання для Hg1-xMnxSe і Hg1-xMnxТе1-уSeу є розсіювання 
електронів на полярних оптичних фононах, при Т=300 К. 

Таблиця 1. Ширина оптичної забороненої зони 
Кристал Eg, eB (із α2 = f(hν)) Eg, eB (із α1/2 = 

f(hν)) 
Hg1-xMnxSe (х=0,025) 0.12 0.05 

Hg1-xMnxТе1-уSeу (х=0,14; 
у=0,01) 

0.2 0.18 

Прямолінійні ділянки на залежностях α2 = f(hν) та α1/2 = f(hν), вказують 
на наявність в кристалах дозволених прямих та непрямих міжзонних 
оптичних переходів відповідно. Екстраполяцією цих ділянок до α2 = 0 і α1/2 

= 0 визначили ширину оптичної забороненої зони (Табл. 1). 
 
 

  
Рис.1. Залежність lg α від lg � 

для Hg1-xMnxSe х=(0,025) (де α [см-

1], � [мкм]), при Т=300К.  

Рис.2. Спектральна залежність 
α2 для Hg1-xMnxТе1-уSey (х=0,14; 
y=0,01) 
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